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DATOS TECNICOS DEL SEMICONDUCTOR

Solicite este documento

por 2N5087/D

Amplifier Transistor

(Transistor amplificador)

2N5087

El dispositivo preferido por Motorola

CAJA 29-04, ESTILO 1
TO-92 (TO-226AA)

Silicio PNP COLECTOR
2
BASE
1
EMISOR
ESPECIFICACIONES MAXIMAS
Especificacion Simbolo Valor Unidad
Tension colector-emisor VCEO 50 Vdc
Tension colector-base VcBo 50 Vdc
Tension emisor-base VEBO 3,0 Vdc
Corriente del colector— continua Ic 50 mAdc
Disipacion total del dispositivo enTp = 25°C PD 625 mwW
Degradacién por encima de 25°C 50 mw/°C
Disipacion total del dispositivo T¢ = 25°C PD 15 Vétios
Degradacién por encima de 25°C 12 mw/°C
Margen de temperaturas de la conexion de TJ. Tstg —55a +150 °C
funcionamiento y almacenamiento
CARACTERISTICAS TERMICAS
Caracteristicas Simbolo Méx. Unidad
Resistencia térmica, conexion a ambiente ReJA 200 °C/W
Resistencia térmica, conexion a caja RoJc 83,3 °C/W

CARACTERISTICAS ELECTRICAS (Ta = 25°C si no hay contraindicacion)

Caracteristica Simbolo | Min. | Max. | Unidad |
CARACTERISTICAS DE DESCONEXION
Tension de ruptura colector-emisor (1) V(BR)CEO 50 — Vdc
(Ic=1,0 mAdc, Ig =0)
Tension de ruptura colector-base V(BR)CBO 50 — Vdc
(Ic =100 pAdc, Ig = 0)
Corriente de corte del colector IcBO — 50 nAdc
(Ve =35Vdc, Ig=0)
Corriente de corte del emisor IEBO — 50 nAdc
(VEp =3,0Vdc, Ic =0)

1. Prueba de impulso: anchura entre impulsos < 300 us, ciclo de funcionamiento < 2,0%.

Los dispositivos preferidos son los recomendados por Motorola para usos futuros y por su mejor precio.

(Reemplaza a 2N5086/D)

] Motorola, Inc. 1997

@ MOTOROLA


farnaz
Courtesy of Karen Bosco. Used with permission.


2N5087

CARACTERISTICAS ELECTRICAS (Ta = 25°C si no hay contraindicacion) (Continuacion)

Caracteristica

Simbolo |

Min.

Max.

| Unidad |

CARACTERISTICAS DE CONEXION

Ganancia de corriente continua
(Ic = 100 pAdc, Vg = 5,0 Vdc)
(Ic = 1,0 mAdc, Vcg = 5,0 Vdc)
(Ic = 10 mAdc, VcE = 5,0 vdc)(1)

hre

250
250
250

800

Tensién de saturacién colector-emisor
(Ic =10 mAdc, Ig = 1,0 mAdc)

VCE(sat)

0,3

Vdc

Tensién de conexién base-emisor
(Ic = 1,0 mAdc, VcE = 5,0 Vdc)

VBE(on)

0,85

Vdc

CARACTERISTICAS DE PEQUENA SENAL

Producto de corriente — ganancia — ancho de banda
(Ic =500 pAdc, Vcg = 5,0 Vdc, f = 20 MHz)

40

MHz

Capacitancia colector-base
(VcB =50 Vdc, Ig =0, f= 1,0 MHz)

Ceb

4,0

pF

Ganancia de corriente de pequefia sefial
(Ic =1,0 mAdc, Vcg = 5,0 Vdc, f= 1,0 kHz)

hfe

250

900

Figura de ruido
(Ic =20 pAdc, Vcg = 5,0 Vde, Rg = 1,0 kQ, f = 1,0 kHz)
(Ic =100 pAdc, Vcg = 5,0 Vde, Rg = 3,0 kQ, f= 1,0 kHz)

NF

2,0
2,0

dB

1. Prueba de impulso: anchura entre impulsos < 300 us, ciclo de funcionamiento < 2,0%.
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CARACTERISTICAS DE RUIDO TIPICAS
(Vcg =-5,0 Vdc, Tp = 25°C)

I, CORRIENTE DE RUIDO (pA)
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Figura 2. Corriente de ruido

CONTORNOS DE FIGURA DE RUIDO
(VCE =-5,0 Vdc, Tp = 25°C)
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Figura 1. Tension de ruido
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Figura 3. Banda estrecha, 100 Hz
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Figura 5. Banda ancha
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Figura 4. Banda estrecha, 1, 0 kHz

La figura de ruido se define de la forma siguiente:

NF = 20 Ioglo[

4KTRs

en2 + 4KTRg + In 2R32]1/2

en = Tension de ruido del transistor en referencia a la entrada. (Figura 3)
In = Corriente de ruido del transistor en referencia a la entrada. (Figura 4)
K = Constante de Boltzman (1,38 x 10-23 j/°K)
T = Temperatura de la resistencia de fuente (°K)
Rs = Resistencia de fuente (Ohmios)
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CARACTERISTICAS ESTATICAS TIPICAS
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CARACTERISTICAS DINAMICAS TIPICAS
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Figura 13. Producto de corriente — ganancia — ancho de banda
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Figura 16. Admitancia de salida
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T3, TEMPERATURA DE LA UNION (°C)

Figura 19. Corriente tipica de la fuga del colector
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o) 200 <J - S 100 pis del transistor que deben observarse para que exista un funcionamiento fiable. Las
5 S~ ~ ~ lineas de carga del colector para circuitos especificos deben caer por debajo de
g 100 Tc=25C = s o loslimites que indica la curva aplicable.
© 0 S dc== ~_ N Los datos de la figura 18 est4 basados en TJ(pk) = 150°C; T 0 Tp son variables
g Tp=25°C ‘\\ i < N dependiendo de las condiciones. Las curvas de impulsos son validas para ciclos
w 40 i de =S =~ defuncionamiento del10% a condicién de que Ty(pk) < 150°C. T(pk) Se puede calcular
z [ S a partir de los datos de la figura 17. A temperaturas elevadas o en casos altos, las
E 20 Ty=150°C > limitaciones térmicas reduciran la potencia que se puede manipular para valores
8 —— ~Y inferiores a las limitaciones impuestas por un segundo fallo.
© 10} === LIMITE DE CORRIENTE
60 [ ———— LIMITE TERMICO
~E LIMITE DE SEGUNDO FALLO
4,0 Il Il Il Il L1 1 1 Il
2.0 4,0 60 80 10 20 40
VCE, TENSION COLECTOR-EMISOR (VOLTIOS)
Figura 18. Area de funcionamiento segura de la regién activa
R 104 == f 7 NOTA DE DISENO: USO DE LOS DATOS DE RESPUESTA TERMICA
£ FEvec=av 7 | |
x 103 [ 7 Un tren de impulsos periédicos de potencia puede estar represenatado por el modelo
e — — gque se muestra en la figura 19. Con la ayuda del modelo y de la respuesta
@ ) |CEO,/ /z’ térmica del dispositivo se calculé la resistencia térmica transitoria efectiva
8 10 - 7 normalizada de la figura 17 para distintos ciclos de funcionamiento.
o /' /’ Para haIIarZGJA(t), multiplique el valor obtenido a partir de la figura 17 por el valor
S 101 // - o IcBo de régimen permanente Rgja.
= 74 AND Ejemplo: o I
= 100 ,/ é 'CEX@VBE(oﬁ)=3-0V: El 2N5087 disipa 2,0 vatios pico bajo las condiciones siguientes
o Z 7
% A // t1=1,0ms, tp=50ms (D=0,2)
=101 — Con la ayuda de la figura 17 a una anchura entre impulsos de 1,0 msy D =0,2, la
lectura de r(t) es de 0,22.
102 Por lo tanto, la subida de pico en la temperatura de unién es la siguiente:
-40 -20 0 +20 +40 +60 +80 +100 +120 +140 +160

AT =r1(t) x P(pk) X Rgga = 0,22 x 2,0 x 200 = 88°C.
Para mas informacion, véase AN-569.

Datos de los dispositivos Motorola tales como transistores de pequefia sefial, FET y diodos



2N5087

DIMENSIONES DEL ENCAPSULADO

NOTAS:
1. DIMENSIONAMIENTO Y TOLERANCIA POR ANSI
Y14.5M, 1982.
. DIMENSION DE CONTROL: PULGADA (INCH).

—»I

>
1
o9}

l f Y 3. NO ESTA CONTROLADO EL ONTORNO DE LA FUNDA MAS
- <‘ ALLA DE LA DIMENSION R.
R i 4. LADIMENSION F SE PALICAENTREP Y L.
/ LAS DIMENSIONES D Y J SE APLICAN ENTRE L Y K MINIMA.
T ‘M p A LA DIMENSION EN DERIVACION NO ESTA CONTROLADA NI
—it 1l - _T_ L EN P NI MAS ALLA DE LA DIMENSION K MINIMA.
> F
Kéf\E’;‘dqrgE I __ Y K INCHES MILLIMETERS
| DIM[ MIN | MAX [ MIN [ MAX
(i D A | 0175 | 0205 | 445 | 520
’ ' B | 0170 | 0210 | 432 | 533
_ C | 0425 | 0165 | 318 | 419
M X|< @ J D | 0016 | 0022 | 041 | 055
F [ 0016 [ 0019 | 041 [ 048
—> =—G f G | 0045 | 0055 | 115 | 139
> Hre H [ 0095 | 0105 | 242 | 266
SECCION X=X J | 0015 [ 0020 | 039 [ 050
—>| \ I‘— -C K [ 0500 | — | 170 | —
j—- L o020 [ — ] 635 | —
N [ 0080 | 0105 [ 204 [ 266
1 N P| — [o0100] — | 254
l R[oms | — [ 203 —
N re— T v]ows | — | 343] —
ESTILO L:
CAJA 029-04 CLAVIJAL. EMISOR
2. BASE
(TO-226AA) 3. COLECTOR
ISSUE AD
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Motorola se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso en los productos que aqui se indican. Motorola no representa o garantiza la idoneidad de sus
para ninguin caso en particular, ni tampoco asume ninguna responsabilidad derivada de la aplicacion o el uso de cualquier producto o circuito y, especificamente,
niegatodaresponsabilidad, incluyendo, sin restriccion, los dafios resultantes o fortuitos. Los parametros tipicos, que puede proporcionar Motorola en sus hojas de
datos y/o las especificaciones, pueden variar, y de hecholo hacen, en diferentes aplicaciones y, ademas, el funcionamiento real puede variar con el tiempo. Los técnicos
expertos que trabajan para los clientes deben validar los pardmetros operativos, incluyendo los parametros tipicos, para cada aplicacion del cliente. Motorola no
transfiere ninguna licencia bajo sus derechos de patente ni bajo los derechos de ajenos. Los productos de Motorola no son disefiados, ni autorizados
ni tienen como objetivo su uso como componentes de implantes quirdrgicos en el cuerpo u otras aplicaciones que tengan como objetivo el mantenimiento de vida, o
cualquier otraaplicacion en la que el fallo del producto de Motorola pueda crear una situacion de peligro o muerte parala personaen cuestion. En el caso de que el comprador
adquiriese el producto Motorola para dichos fines no autorizados, éste debera indemnizar a Motorola y hacerse cargo de todos los gastos juridicos y dafios y
perjuicios derivados de cualquier demanda que se interponga contra la empresa, sus directivos, trabajadores, subsidiarios, afiliados y distribuidores, como consecuencia
de cualquier demanda por dafios personales o defuncién, asociada con el uso no autorirado de los productos, incluso en el caso de que se alegue un disefio o fabricacion
deficiente del componente. Motorola y @ son marcas comerciales de Motorola Inc. Motorola, Inc. es un empresario con igualdad de oportunidades / accion afirmativa.

Mfax es una marca comercial de Motorola, Inc.

Donde encontrarnos:
EE.UU/EUROPA/Ubicaciones no listadas: Motorola Literature Distribution;
P.O. Box 5405, Denver, Colorado 80217. 303—-675-2140 or 1-800-441-2447

JAPON: Nippon Motorola Ltd.: SPD, Strategic Planning Office, 4-32—1,
Nishi-Gotanda, Shinagawa—ku, Tokyo 141, Japan. 81-3-5487-8488

MfaxJ: RMFAX0@email.sps.mot.com — TOUCHTONE 602-244-6609 ASIA/PACIFIC: Motorola Semiconductors H.K. Ltd.; 8B Tai Ping Industrial Park,
— Sélo EE.UU y Canada 1-800-774-1848 51 Ting Kok Road, Tai Po, N.T., Hong Kong. 852-26629298

INTERNET: http://motorola.com/sps
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